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１．概要（Summary） 

タッチパネルや LED (Light Emitting Diode)等の

発光装置の製造工程の一つに透明電極をパターニン

グするプロセスがある。このプロセスに用いられる各

種レジストの開発が活発に行われている。特に、ドラ

イエッチング(DE)による加工を行う場合、レジストの

DE耐性は非常に重要となる。 

一方、発光装置の内部あるいは表面に微細な凹凸構

造を作製することにより、輝度を向上させることが可

能であり、フォトリソグラフィあるいはナノインプリ

ントとエッチングの組み合わせにより微細構造を作

製する研究も活発に行われている。 

本研究では、ITO (Indium Tin Oxide)とレジストと

のDEレート比、及びDE後の形状を評価することで、

凹凸構造を有する ITO を作製するためのレジスト組

成物、及び DE条件の最適化検討を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

化合物ドライエッチング装置 (サムコ株式会社、

RIE-101iPH) 

【実験方法】 

ガラス上に成膜した ITO 上に、感光性樹脂組成物とモ

ールドスタンプを用いて凹凸の間隔が 700nmである微細

構造を作製した。その微細構造付き ITO ガラス基板を塩

素系DEで加工することにより、ITOに微細構造を有する

ITO ガラスの作製を行った 。加工前後に SEM 

(Scanning Electron Microscope)観察し、レジストの DE

レートをDE前後の凹凸高さから、ITOのDEレートをDE

後の凹凸深さから、各々、算出した。 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

 レジストとして、S420：フェノール系ポジ型レジス

ト、M420：クレゾール系ポジ型レジスト、N3AS：

フェノール系ネガ型レジスト、の三種類を用いた。 

BCl3=20sccm、 ICP=150W、BIAS=100W、圧力

=0.2Paの条件で DEした結果を Fig. 1 (S420, M520, 

N3AS)に示す。ポジ型レジストが高い選択性を示した

が、DE 後のレジスト表面は不均一であった。一方、

N3ASは非常に滑らかであった。N3ASの DE におい

て、ICP=500W、BIAS=25Wに変更することにより、

高い DEレート、選択性を示し(Fig. 1, N3AS-2)、この

条件においてもレジスト表面はなめらかのままであ

った。ネガ型レジストは三次元架橋しており、DE 時

に低分子体を含まないことが DEの均一性には重要で

あると考えられる。高い選択比条件で DEすることで、

レジスト厚さを薄くすることが可能である。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 
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６．関連特許（Patent） 

出願済み 

 
Figure 1. Dry etching rate and its selectivity (resist / ITO). 

Condition: BCl3=20sccm, ICP= 150W, BIAS=100W, 

pressure=0.2Pa for S420, M420, N3AS、BCl3=20sccm, ICP= 

150W, BIAS=100W, pressure=0.2Pa for N3AS-2. 
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